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I. Giới thiệu lịch sử ra đời :
Quang phổ điện tử Auger (AES) là một kỹ thuật phân tích các bề mặt vật liệu. Dựa

trên phân tích của các điện tử năng lượng phát ra từ một nguyên tử bị kích thích. Hiệu

quả của Auger được phát hiện ra một cách độc lập của cả hai nhà khoa học Lise Meitner

và Pierre Auger trong thập niên 1920. Mặc dù phát hiện này đã được thực hiện bởi

Meitner và bước đầu được báo cáo trong các tạp chí Zeitschrift für Physik năm 1922,

Auger được cho là có sự phát hiện ở hầu hết các cộng đồng khoa học. Từ năm 1953,

AES đã trở thành một kỹ thuật đặc quan trọng và đơn giản cho việc thăm dò chất hóa học

và môi trường bề mặt sáng tác và được ứng dùng trong ngành luyện kim, trong cả ngành

công nghiệp vi điện tử., biệt là công nghệ nano.
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II. Nguyên tắc AES:

AES hoạt động dựa trên nguyên tắc dùng một chùm electron bắn vào nguyên tử,

điện tử ở lớp cơ bản K ( hoặc các lớp khác ) sẽ bị giăng ra để tạo ra điện tử thứ

cấp, như vậy ở lớp K sẽ xuất hiện “ lỗ trốn g “ và điện tử ở lớp L ( hoặc các lớp

ngoài khác ) sẽ nhãy về lấp vào “ lỗ trống “ đó và phát ra một năng lượng dưới

dạng tia X. Tuy nhiên không phải điện tử nào khi nhãy từ tớp ngoài vào trong đều

phát ra tia X mà nó phát ra một năng lượng để kích thích cách electron ở lớp

ngoài, nếu năng lượng kích này lớn hơn công thoát của nó thì đ iện tử sẽ bị giăng



ra ngoài và đó chính là đ iện tử Auger như trên hình

sơ đồ mức giúp chúng ta dễ h ình dung hơn sự tạo thành phổ AES

Trên hình đã mô hình hóa sự tạo thành phổ điện tử AES ơ lớp L do sự tương tác

của năng lượng khi điện tử chuyển từ L xuống K gọi tắt l à EKLL. Tuy nhiên trong

thực tế điển tử Auger có thể sinh ra ở bắt kỳ lớp n ào trong mô hình nguyên tử khi

năng lưởng kích lớn hơn công thoát. Các mức khac nhau sẽ có công thoát khác



nhau, các nguyên tử khac nhau se co công thoát ở c ùng một mực là khác nhau, ví

dụ trên hình là nguyên tử Al, năng lương ở lớp K là 1556eV, ở lớp L1 là 122eV,

lớp M1 là 15eV. Cac thông tin này sẽ giúp ta biết được thành cấu tạo của mẫu

thông qua phổ

III. Cấu tạo AES
Như đã trình bày ở trên AES được tạo ra khi bắn chùm điện tử vào mẫu vì vậy

thiết bị cấu tạo của AES cũng có nhiều đặc điểm giốn g kính hiện vi TEM và SEM



. Vì thế một số thiết bị Cấu tạo của máy AES giống kiến hiển vị TEM v à SEM như

bộ phận phát dòng electron, bộ phận gia tốc electron, thấu kính từ, detector, má y

tinh xử lý mẫu nên chúng tôi không trình bày chi ti ết các bộ phận đó ở đây ( xem

kính hiển vi TEM, SEM ).

Điện tử đươc tạo ra sẽ được gia tốc và được điều khiển thông qua hệ thống thấu

kính từ, chùm điển tử sẽ bắn vào mẫu. khi chùm điện tử vào mẫu sẽ sinh ra  các

hiện tượng như sinh ra chùm điện tử thứ cấp, chùm điện tử truyền qua, chùm điện

tử phản xạ ngược lại, hoặc sinh ra tia X  và xuất hiện chùm điện tử Auger như trên

hình 5. Tuy nhiên chùm điện tử Auger được sinh ra ở những lớp đầu tiên ở bề mặt

vì thế việc nghiện cứu bề mặt khi d ùng Auger rất nhạy



Điện tử sau khi bắn vào mẫu để cho ra Auger sẽ được điều khiển vào detector như

trên hình 6, detector sẽ thu nhận dòng điện tử Auger và thông qua hệ thống xữ lý

sẽ cho ta phổ của Auger từ phổ sẽ cho chúng ta thông tin về th ành phần định lượng

cũng như định tính của mẫu. AES là thiết bị dùng để nghiên cứu bề mặt rất nhạy ở

những lớp đầu tiên của bề mặt nên việc xữ lý mẩu là hết sức quang trọng, ngoài

việc xử lý mẫu bằng hóa học b ình thường người ta còn xử mẫu bằng plasma tức là

dùng chùm ion bắn vào mẫu để tẩy đi các chất bẩn bám tr ên bề mặt

Một chi tiết quang trọng trong cấu tạo AES l à thiết bị làm sạch mẫu sử dụng chùm

ion bắn vào mẫu. Vì AES là thiết bị đo thành phần cấu tạo chất của những lớp

ngoài cùng của bề mặt nên việc xử lý mẫu rất quan trọng để tránh những sự sai sót

khi phân tích mẫu

Vì điện tử Auger được sinh ra với cường độ rất yếu nên việc thu dòng điện tử AES

tương đối khó khăn với thiết bị detector có độ nhạy cao và được đặt sâu trong

máy, vì nếu detector được đặt ở ngoài thì cách điện tử thứ cấp, tán xạ tia X cường

độ mạnh có thể phá vở detector. Tr ên hình ta thấy điện tử Auger được lái đi theo

đường vòng nhờ hệ thống từ trường trước khi đi vào detector




